Streszczenie

Mozliwosci aplikacyjne materialow dwuwymiarowych, wynikajace z ich unikalnych wilasciwosci
fizykochemicznych, sa obecnie intensywnie badane. Prace koncentruja si¢ na okre$laniu ich charakterystyk
materiatowych oraz integracji z istniejacg technologia CMOS, w ktorej kluczowa role odgrywaja interakcje w
obszarze interfejsu metal-materiat dwuwymiarowy. Jednym z obiecujacych kandydatéw do zastosowania w tej
technologii jest diselenek platyny (PtSe2), wyrdzniajacy si¢ m.in. duzg stabilno$cia chemiczna oraz przewidywana
wysokg ruchliwo$ciag no$nikéw tadunku elektrycznego. Niniejsza rozprawa doktorska koncentruje si¢ na
eksperymentalnej i komplementarnej analizie wiasciwosci uktadow fizycznych zawierajacych okreslong liczbe
monowarstw PtSe2 osadzonych na podtozu izolujacym oraz cienkowarstwowych interfejsow metal / PtSe2.
Wybrane metale (Ti, Cr, Ni, Pd i Pt) pelnig funkcj¢ warstw buforowych elektrod stosowanych w prototypach
urzgdzen elektronowych bazujagcych na materiatach warstwowych. Dodatkowo opracowano procedure
strukturyzacji urzadzen elektronowych wykorzystujagcych warstwy PtSe2 osadzone na podtozu Al203.

W czeécei eksperymentalnej zastosowano standardowe techniki analizy fizyki powierzchni, w tym m.in.
spektroskopie Ramana, rentgenowska spektrometrie fotoelektronéw oraz techniki mikroskopowe: skaningowg
mikroskopie elektronowa i mikroskopie sit atomowych. Proces strukturyzacji obejmowal magnetronowa
depozycje metali (DC), trawienie plazmowe Ar+ oraz optyczng litografi¢ bezmaskowa.

Najwazniejsze wyniki uzyskane w ramach rozprawy obejmuja:

I. Wyznaczenie widm Ramana dla uktadéw 1-10 ML PtSe2 / Al203 oraz ich analiza pod katem rdznicowania
grubosci i jakosci w poréwnaniu do krysztatu PtSe2.

II. Okre$lenie oddziatywan chemicznych i morfologii powierzchni dla warstw metalicznych, o grubosciach 10 i
15 [nm], wytworzonych na powierzchni PtSe2.

I11. Opracowanie i weryfikacja procedury strukturyzacji urzadzen elektronowych wykorzystujacych warstwe 3ML
PtSe2 na Al203, w oparciu o strukture TLM i elektrody metaliczne Ni (20 [nm]) / Au (40 [nm]).

Praca doktorska sktada si¢ z siedmiu rozdziatlow, w tym wstepu i podsumowania. W rozdziale drugim
przedstawiono wlasciwosci materialdow warstwowych, ze szczegélnym uwzglednieniem PtSe2. Rozdziat trzeci
opisuje przygotowanie badanych uktadow oraz zastosowang metodologie pomiarowa. W kolejnych rozdziatach
zaprezentowano wyniki eksperymentalne i ich analize. Rozdziat czwarty dotyczy badanych uktadow
cienkowarstwowych PtSe2/ Al20s, rozdziat pigty zawiera dyskusje wiasciwos$ci fizykochemicznych interfejsow
metal / PtSez, a w rozdziale szostym przedstawiono opracowang metode strukturyzacji i wyniki metody dtugosci
transferu (TLM) dla strukturowanego uktadu 3ML PtSe2/ Al20a.



